
Система автоматизированного про�

ектирования Advanced System De�

sign (ADS) 2011 от компании Agilent

Technologies представляет собой са�

мую мощную версию ADS – одного

из лучших в отрасли программных

пакетов за последнее десятилетие.

Усовершенствованная практически

во всех аспектах платформа теперь

сможет помочь любому разработчи�

ку ВЧ�/СВЧ�устройств, в том числе,

монолитных интегральных схем

СВЧ, модулей или печатных плат.

Основным отличием САПР ADS 2011

является возможность одновремен�

ного использования в одном про�

екте нескольких различных техно�

логий.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

НЕСКОЛЬКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Современные методики проектиро�

вания ВЧ�устройств постоянно разви�

ваются. В коммерческой беспроводной

связи и аэрокосмической/оборонной

промышленности усложнение схем и

увеличение степени интеграции ста�

ли обычным явлением. Современные

изделия практически невозможно вы�

полнить в виде одной монолитной ИС.

Теперь несколько кристаллов объеди�

няют в один корпус или модуль, и в ре�

зультате более глубокой интеграции

элементы схем располагаются гораз�

до ближе друг к другу, даже если они

изготовлены по различным техноло�

гиям. Для решения проблемы взаимо�

влияния технологий требуется плат�

форма, позволяющая проектирование

на основе разных технологий, каковой

и является САПР ADS 2011 (см. рис. 1).

Существующие на сегодняшний мо�

мент средства проектирования других

производителей позволяют работать в

рамках только одной технологии. Чаще

всего программное обеспечение (ПО),

используемое для разработки ИС, отли�

чается от ПО, применяемого для разра�

ботки модуля. Последнее ориентирова�

но на проектирование печатной платы

и, как правило, не учитывает взаимного

влияния технологий, по которым про�

изведены отдельные компоненты. С по�

мощью САПР ADS 2011.10 инженеры

могут не только проектировать ИС, мо�

дули и печатные платы в одной среде

разработки, но и объединять разные

технологии на единой платформе.

РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ
В качестве примера, иллюстрирующе�

го возможности ADS 2011.10 при проек�

тировании с использованием несколь�

ких технологий, рассмотрим разработку

10�ГГц усилителя (см. рис. 2). Задача: тре�

буется разработать гибридную ИС, по�

местить её в корпус и затем установить

на печатную плату. В проекте задейство�

ваны три различные технологии. С по�

мощью САПР ADS 2011 такое сложное

проектирование можно осуществить без

внесения каких�либо изменений в от�

дельные проекты. Разработчику не при�

дётся беспокоиться о нестыковках в на�

именованиях компонентов, в библиоте�

ках технологических процессов (PDK), в

определениях слоёв подложки или в дру�

гих аспектах используемых технологий.

После того как все этапы разработки

сведены в единое целое, можно промоде�

лировать всю структуру. При этом гаран�

тируется, что требования специфика�

ции (технического задания) будут со�

блюдены для всего проекта.

Кроме моделирования цепей, также

можно выполнить электромагнитное

(ЭМ) моделирование такой структуры с

помощью планарного 3D�симулятора

Momentum или 3D�симулятора FEM (на

основе метода конечных элементов)

(см. рис. 3), что позволит инженерам

Рис. 1. САПР ADS 2011 предлагает революционные возможности проектирования с использованием

нескольких технологий в одном проекте

САПР ADS 2011.10: новая эпоха проектирования
ВЧ" и СВЧ"устройств

Джек Сифри (США)

Современные методы проектирования ВЧ�устройств постоянно

развиваются. Вместо использования одной монолитной ИС несколько

кристаллов объединяют в один корпус или модуль, где элементы схем

располагаются гораздо ближе друг к другу. Чтобы исключить

негативное взаимное влияние различных технологий, необходима

платформа, позволяющая проектировать модули на основе разных

технологий. Такой платформой является САПР ADS 2011, которая

поддерживает наиболее полный в отрасли набор технологий

изготовления.
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анализировать влияние электромаг�

нитного взаимодействия даже за пре�

делами одной технологии. Решив эти

проблемы до запуска изделия в произ�

водство, можно избежать дорогостоя�

щего производственного брака и вы�

полнить график поставки изделий.

СТАНДАРТ
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ВЧ�/СВЧ�УСТРОЙСТВ
САПР ADS 2011.10 представляет собой

новейшую версию известной платфор�

мы САПР ADS для проектирования и мо�

делирования ВЧ�/СВЧ�устройств, кото�

рая стала стандартом в аэрокосмичес�

кой и оборонной отраслях, а также для

разработчиков телекоммуникационно�

го оборудования и средств беспровод�

ной связи. Для таких приложений, как

WiMAX, LTE, радиолокационных и спут�

никовых систем, а также для высокоско�

ростных каналов передачи данных, ADS

обеспечивает полный цикл проектиро�

вания с соблюдением соответствующих

стандартов, верификацию с использова�

нием библиотек беспроводной связи, а

также совместное схемотехническое,

системное и ЭМ�моделирование на еди�

ной платформе. По сравнению с преды�

дущими версиями, САПР ADS 2011.10

обладает новыми возможностями, неза�

висимо от использования одной или

нескольких технологий.

ТЕХНОЛОГИЯ
ЭМ�МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕПЕРЬ
ДОСТУПНА КАЖДОМУ

ИНЖЕНЕРУ�РАЗРАБОТЧИКУ
В современных условиях, когда раз�

меры устройств значительно умень�

шились, а сложность возросла, ЭМ�

анализ стал необходимым этапом

успешной разработки. За последние

несколько лет платформа ADS вобрала

в себя беспрецедентный набор техно�

логий ЭМ�анализа, в том числе, пла�

нарный и 3D FEM�симуляторы в еди�

ной, интегрированной среде. С по�

мощью САПР ADS были достигнуты

значительные успехи на пути превра�

щения ЭМ�анализа в инструмент, до�

ступный широкому кругу инженеров.

САПР ADS 2011.10 отличается единым

графическим редактором определения

слоя, который позволяет задавать тех�

нологические характеристики подлож�

ки (диэлектрик, металл, переходные от�

верстия, свойства материалов). Несколь�

ко диалоговых процедур, используемых

для настройки и запуска моделирова�

ния, были объединены в одну процеду�

ру, используемую для обоих симулято�

ров. Параметры настройки моделиро�

вания можно сохранить и повторно

использовать для других проектов или

для совместной работы в группе. Кроме

того, была увеличена производитель�

ность базовой технологии, что обеспе�

чило решение более сложных задач. Те�

перь параметризованные 3D�модели

могут быть импортированы в качестве

компонентов ADS 2011.10 из САПР Elec�

tromagnetic Professional (EMPro) – плат�

формы компании Agilent для создания

3D�моделей и ЭМ�анализа. Эти компо�

ненты могут быть объединены с тополо�

гией и промоделированы как единая

физическая структура.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ГИБКОСТИ
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Ключевым усовершенствованием

САПР ADS 2011.10 является новый под�

ход к структурированию данных про�

екта. Каждая часть схемы или отдель�

ный компонент теперь представляет

собой ячейку, которая может иметь раз�

личные представления, описываемые

определёнными моделями, например,

схемотехнической, поведенческой (на

основе набора данных измерений) или

электромагнитной (см. рис. 4). Это

упрощает организацию данных и поз�

воляет находить компромисс между

скоростью и точностью моделирова�

ния. Кроме того, новый контроллер

расчёта переменной нагрузки (Load

Pull) упрощает импорт данных и сокра�

щает время проектирования и модели�

рования. Среди других новых возмож�

ностей – многоуровневая полусфери�

ческая модель, которая более точно

описывает неровности и шероховатос�

ти поверхности проводников в топо�

логическом редакторе, симулятор Mo�

mentum и переработанная функция

построения диаграммы Смита.

САПР ADS 2011.10 также отличается

значительными усовершенствования�

ми в работе с топологией, не последним

из которых является новая база данных

материалов на основе отраслевых стан�

дартов. Специальные кнопки в окне то�

пологии, добавленные ко всем основ�

ным графическим элементам, позволя�

ют более эффективно редактировать

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

68 WWW.SOEL.RU СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 5  2012

Рис. 2. Усилитель сигнала гетеродина частотой

10 ГГц, изготовленный с использованием

нескольких технологий

Рис. 3. Анализ электромагнитного

взаимодействия при использовании нескольких

технологий

Рис. 4. Использование различных типов описаний модулей и компонентов в САПР ADS 2011.10
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схему. Существенно упростилось созда�

ние и размещение проволочных пере�

мычек – их можно моделировать непо�

средственно в Momentum. Дальнейшие

усовершенствования, повышающие эф�

фективность работы проектировщиков,

связаны с новым редактором команд�

ной строки, использующим десятки

распространённых функций работы в

графическом редакторе, и с новой па�

нелью инструментов топологии.

ПЛАТФОРМА ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ТЕКУЩИХ И БУДУЩИХ ЗАДАЧ

С выходом версии ADS 2011.10 дан�

ная платформа стала первым инстру�

ментом проектирования устройств

ВЧ/СВЧ, построенным по идеологии

открытой системы OpenAccess и ис�

пользующим базу данных (БД) на ос�

нове отраслевых стандартов (такой

подход поддерживается организаци�

ей Si2, объединяющей около 100 веду�

щих компаний). Эта база данных не

только обеспечивает широкие возмож�

ности и повышает производитель�

ность при проектировании в рамках

одной технологии, но и удовлетворяет

повышенным требованиям к платфор�

ме разработки на основе нескольких

технологий. В отличие от специализи�

рованных БД, используемых сегодня в

других средствах разработки ВЧ�/СВЧ�

устройств, база OpenAccess предназна�

чена для совместного применения все�

ми компаниями отрасли. Системы ав�

томатизированного проектирования

ведущих поставщиков в настоящее

время также строятся на основе БД

OpenAccess. Дополнительная инфор�

мация о БД OpenAccess и особеннос�

тях её использования в среде ADS 2011

представлена на интернет�странице

www.agilent.com/find/eesof�openaccess.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стремительное совершенствование

ВЧ�/СВЧ�устройств требует учёта пе�

редовых технологий изготовления ИС,

моделирования их взаимодействия в

сложных устройствах и выявления

проблем совместимости до начала

производства. САПР ADS 2011 предо�

ставляет наиболее полную на сегод�

няшний день среду разработки на еди�

ной интегрированной платформе, ре�

шающую проблему проектирования с

использованием нескольких техно�

логий. Более подробная информация

о ADS 2011 приведена на интернет�

странице www.agilent.com/find/eesof�

ads2011.
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Новости мира  News of the World

В мае UMC начнёт

строительство двух цехов

по выпуску 28�нм чипов

Тайваньский контрактный производи�

тель чипов United Microelectronics Corp.

(UMC), как сообщает ресурс Digitimes, за�

планировал на май церемонию закладки

первого кирпича в фундаменте двух новых

цехов (Phase 5 и Phase 6) завода Fab 12A

по выпуску 300�мм кремниевых пластин,

расположенного в Южном научном парке

Тайваня (The Southern Taiwan Science Park,

STSP). Новые производственные мощнос�

ти предполагается использовать для про�

изводства 28�нм чипов.

Представитель UMC сообщил, что, со�

гласно планам компании, к концу 2012 г.

производство чипов с использованием

28�нм процесса достигнет 5% от общего

выпуска продукции, в то время как доля

40�нм сегмента составит около 15%. Сле�

дует отметить, что UMC предпринимает

значительные усилия для расширения про�

изводственных мощностей, что поможет ей

увеличить отрыв от компании Globalfound�

ries.

Согласно данным Gartner, компания

TSMC по�прежнему лидирует среди произ�

водителей полупроводников с долей рын�

ка 48,8%. На втором месте рейтинга, по

итогам 2011 г., находится UMC с долей

рынка 12,1%. Третье место у компании

Globalfoundries, чья доля рынка всего на 1%

меньше, чем у UMC.

Выручка UMC в первом квартале 2012 г.

оказалась выше прогнозируемой эксперта�

ми, составив 23,77 млрд. тайваньских дол�

ларов ($804,3 млн.), что на 3% меньше по�

казателя предыдущего квартала.

http://www.digitimes.com/

TSMC начала строительство
пятой очереди Fab 14

Компания TSMC 9 апреля провела це�

ремонию закладки первого кирпича в фун�

дамент пятой очереди (Phase 5) завода

Fab 14, расположенного в Южном научном

парке Тайваня (The Southern Taiwan Science

Park, STSP). Так же, как и шестая очередь

(Phase 6) комплекса Fab 12 в научном парке

Хсинчу (Hsinchu Science Park), новый модуль

Phase 5 предназначен для выпуска продук�

ции с использованием 20�нм техпроцесса.

Запуск шестой очереди комплекса

Fab 12 в Хсинчу намечен на 2013 г., а старт

выпуска продукции пятой очередью Fab 14

запланирован на начало 2014 г. Согласно

данным источников Digitimes, только «чис�

тые комнаты» (изолированные производ�

ственные помещения, где поддерживают�

ся стерильные условия с возможностью

контроля целого ряда параметров, включая

влажность, температуру и давление) пятой

и планируемой шестой очередей Fab 14 бу�

дут занимать площадь около 87 тыс. кв. м,

что в четыре раза больше габаритов обыч�

ной фабрики по выпуску 300�мм кремние�

вых пластин.

Fab 14 является вторым заводом TSMC

по производству 300�мм пластин (первый –

Fab 12). Его первая очередь была запу�

щена в 2004 г. В настоящее время произ�

водственная мощность четырёх очередей

завода составляет 550 тыс. пластин в

квартал, что позволяет считать его круп�

нейшим в мире среди предприятий по вы�

пуску данной продукции. По оценкам экс�

пертов, выручка от выпуска продукции че�

тырьмя очередями Fab 14 составляет

около $6 млрд. в год. После завершения

строительства пятая и шестая очереди

Fab 14, как ожидается, будут приносить

не меньший доход.

http://www.digitimes.com/

Toshiba построит новую

NAND�фабрику

По данным японского издания Nikkan

Kogyo, компания Toshiba планирует постро�

ить новую фабрику по производству флэш�

памяти типа NAND. Такой шаг произво�

дитель предпринял в ответ на растущий

спрос в отрасли, – отмечает источник.

Возведение новой фабрики стартует уже

этим летом. В эксплуатацию она будет вво�

диться в 2013 г. Стоит отметить, что офи�

циальные представители компании пока не

подтвердили информацию.

NAND�память повсеместно используется

в современных смартфонах и планшетах.

Также спрос на неё растёт с повышением

популярности ультрабуков, которые, в ос�

новном, оснащаются SSD�накопителями. В

отрасли лидирует Samsung, но Toshiba так�

же удерживает сильные позиции и время

от времени выигрывает контракты на по�

ставку своей продукции крупным произво�

дителям, включая Apple.

http://www.nikkan.co.jp
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